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CS50N06
硅 N沟道功率MOSFT

Description

CS50N06是N沟道功率MOSFET。

具有开关速度快，低门电荷，通态电阻

低等特点。通常应用于高速开关电源、

PWM电机控制、直流转换器和桥电路

等器件。

Features

·VDSS =60V

·ID =50A

·RDS(ON)＜10mΩ (VGS=10V)

TO-220

1.Gate 2.Drain 3.Source
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1、最大额定值 除非另有规定，Tc= 25℃

Symbol Parameter Value Unit

VDS 漏源反向电压 60 V

VGS 栅源电压 ±30 V

ID 连续漏极电流 50 A

IDM① 脉冲漏极电流 200 A

PD 耗散功率 150 W

dv/dt③ 峰值二极管恢复dv/dt 12 V/ns

EAS② 单脉冲雪崩能量 480 mJ

EAR① 重复雪崩能量 12 mJ

IAR① 雪崩电流 50 A

Tj 结温 150 ℃

Tstg 贮存温度 -55 ~150 ℃

注：

1.脉冲宽度受 TJ限制

2.L=0.23mH, IAS=50A, VDD=25V, RG=25 Ω, TJ = 25°C开始
3.ISD≤4.5A, di/dt≤200A/μs, VDD ≤ BVDSS, TJ = 25°C开始

2、热阻

参数名称 符号 典型值 最大值 单位

结-壳热阻 RθJC 1.25
℃/W

结-环境热阻 RθJA 62.5
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3、电参数 除非另有规定，除非另有规定，Tc= 25℃

Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit

漏源击穿电压 BVDSS VGS= 0V, ID= 250μA 600 V

漏源漏电流 IDSS VDS= 600V ,VGS= 0V 1 μA

栅源漏电流 IGSS VGS= ±30V, VDS= 0V ±100 nA

阈值电压 VGS(th) VDS= VGS, ID= 250μA 2.0 4.0 V

通态电阻 RDS(on) VGS= 10V, ID= 2.5A 2.2 mΩ

输入电容 CISS

VDS=25V, VGS= 0V
f= 1MHz

515 670

pF输出电容 COSS 55 72

重复传输电容 CRSS 6.5 8.5

栅极电荷 QG VDS= 480V
VGS= 10V
ID= 5A①

15 19 nC

栅源电荷 QGS 2.5 nC

栅漏电荷 QGD 6.6 nC

启动延迟时间 Td(on)

VDD=300V
ID=5A

RG=25Ω①

10 30

ns
上升时间 Tr 42 90

关闭延迟时间 Td(off) 38 85

下降时间 Tf 46 100

连续漏源电流 ISD 5 A

脉冲漏源电流 ISM 20 A

二极管正向压降 VSD TJ=25℃,ISD=5A,VGS=0V 1.4 V

反向恢复时间 tRR TJ=25℃,IF=5A, VGS=0V
di/dt=100A/μs①

300 ns

反向恢复电荷 QRR 2.2 μC

注：

1.脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%
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4、特性曲线
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5、测试电路
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6、机械数据


